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  ZnO는 3.37eV의 wide band gap을 갖는 Ⅱ-Ⅵ족 화합물 반도체로서 유기물태양전지, 염

료감응형 태양전지 등에 적용되고 있다. ZnO 나노구조의 경우 박막에 비해서 넓은 표면적

과 높은 전기전도도의 특성을 기대할 수 있다. 또한 Al, Ga, In과 같이 Ⅲ족 원소를 도핑함

으로써 다양한 특성의 나노구조를 쉽게 형성할 수 있다. 특히 전기도금 방법이나 

Hydrothermal법을 이용하여 저온에서 다양한 기판에 여러 형태의 나노구조를 증착할 수 

있다.

  본 실험에서는 photoelectrode 적용을 위한 ZnO 나노구조를 전기화학적 방법으로 저온

(≤80℃)에서 증착하였다. 한편 증착된 ZnO:Al nw(nanowire)표면에 전기화학적 방법과 화

학합성법으로 CdSe를 크기 선택적으로 증착하여 광학적 특성을 분석하였다. 성장된 ZnO 

나노구조는 X-ray Diffraction (XRD), Scanning electron microscope (SEM), 

Transmission electron microscopy (TEM) 으로 분석하였다. 또한 전기적·광학적 특성은 

Hall effect measurements, UV-Vis spectrophotometer를 사용하여 분석하였다. 그 결과, 

본 실험 조건에서 성장된 ZnO는 single crystal, n-type의 나노구조로 성장됨을 알 수 있

다. 또한 Hybride 구조 (ZnO nw-CdSe)의 광학적 특성결과 ZnO nw가 photoanode로 적

합함을 알 수 있다.




